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基于光子晶体光纤的局部放电检测
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摘　要：局部放电检测对于保障高压电力系统的安全运行至关重要。本文提出了一种针对高
压设备局部放电检测的表面等离子体共振Ｄ型光子晶体光纤传感器，该方案采用一种光致变
色凝胶作为敏感单元，用于感知局部放电所产生的紫外线辐射。该凝胶的折射率会随辐射强

度的变化而变化，从而影响光纤纤芯和表面等离激元模式之间的耦合共振波长。通过全矢量有限

元法对传感器的性能进行了理论和仿真分析，并对传感器的几何参数进行了研究，以优化传感器的

灵敏度，最后进行了实验验证。结果表明所设计传感器的灵敏度值可达２４ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ－２。该传
感器结构简单、成本低廉，为光纤局部放电传感的研究提供了参考。

关键词：光纤传感器；光子晶体光纤；局部放电检测；等离子激元
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１　引　言
局部放电是高压电力系统中一个普遍发生的现

象［１］。通过对局部放电的检测，可以有效预防高压

设备的持续恶化，从而避免可能导致破坏性击穿和

重大损失的情况发生［２］。基于局部放电发生的物

理效应，研究者们已经开发了多种用于局部放电的

检测方法。基于光纤的局部放电检测方法具有高灵

敏度、抗电磁干扰和体积小等优点［３－５］被广泛关注，

例如法布里珀罗型［６－７］、光纤光栅型［８］、迈克尔干涉

仪型［９］和荧光光纤［１０］等，这些基于光纤局部放电的



传统检测方法在许多应用中表现出色，但是这些方

法也受到一些限制，比如：光纤纤芯直径、模态截止

波长限制和频率响应范围［１１］，需要在纤芯和包层材

质之间选择具有相似热特性的材料等。为了克服这

些限制，众多学者不断研究和创新，以进一步提高光

学局部放电检测技术的性能和应用范围。

与传统光纤相比，光子晶体光纤具备诸多优越

性能，例如高双折射率、低损耗导波、高功率传输和

低弯曲损耗等［１２］。光子晶体光纤的结构和性质使

其在许多应用领域都具有广泛的用途，包括通信、传

感和光学器件等。Ｄ型光子晶体光纤因其高效率的
传感特性引起了众多学者的研究兴趣。其结构是将

光子晶体光纤的包层经过抛光以形成平坦的表面，然

后将金属层和分析物放置在光子晶体光纤抛光表面

的顶部。ＨｕａｎｇＨｕｉｍｉｎ等人提出了一种光子晶体光
纤磁场传感器，其磁场灵敏度达到６１２５ｐｍ／Ｏｅ，检
测范围为５０～１３０Ｏｅ［１３］。Ｏｓｉｆｅｓｏ等人设计了一种多
芯光子晶体光纤温度传感器，使用乙醇或苯作为温度

传感介质，其对乙醇和苯的灵敏度分别为３６０ｐｍ／℃
和２３３ｎｍ／℃［１４］。为了增强传感器性能，ＴｉＮ常被
引入作为替代等离子体材料，Ａｇ／ＴｉＮ配置下的横向
电模和横向磁模的灵敏度分别达到７０００ｎｍ／ＲＩＵ和
６９００ｎｍ／ＲＩＵ［１５］。

本文提出了一种用于电力系统局部放电检测的

Ｄ型光子晶体光纤表面等离子体激元传感器。通过
对光子晶体光纤进行侧面抛光，形成了一个被银膜

覆盖的平坦表面，并引入一层ＴｉＮ涂层作为保护，避
免发生氧化问题。然后选用了一种对紫外线极为敏

感的光致变色凝胶作为传感分析物，将分析物放置

在ＴｉＮ层上与局部放电产生的辐射紫外线直接接
触，局部放电产生的电荷可以利用辐射光强度来反

映，以实现即时响应和实时检测，并对传感方案进行

了理论和仿真分析和实验验证。

２　传感器设计
图１（ａ）所示为传感方案的结构示意图，光源发

出的光经单模光纤后到达 Ｄ型光子晶体光纤，将在
双金属／电介质界面处激发表面等离子体激元；发生
局部放电时，伴随产生的紫外线辐射会引起传感材

料的折射率变化，这将导致谐振波长的漂移，然后通

过光谱分析仪和计算机进行数据处理，从而得到局

部放电信息。Ｄ型光子晶体光纤结构如图１（ｂ）所

示，其中孔距 Λ＝２μｍ，直径 ｄｈ＝０８Λ；纤芯直径
ｄｃ＝０３Λ，纤芯中心与抛光面的距离 ｈｃ＝０５Λ。
另外银层的厚度为 ｔＡｇ＝３０ｎｍ，ＴｉＮ层的厚度为 ｔＴｉＮ
＝５ｎｍ。值得注意的是，在传感材料上使用了衰减
层，以将光强度保持在较低水平，以避免传感材料的

饱和。

图１　传感系统及Ｄ型光子晶体光纤结构图

Ｆｉｇ．１ＳｅｎｓｉｎｇｓｙｓｔｅｍａｎｄＤｔｙｐｅｐｈｏｔｏｎｉｃ

ｃｒｙｓｔａｌｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｅｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄｉａｇｒａｍ

为了进行更精准的模拟，需要考虑材料的色散

问题。实验选用的基底材料是 ＳＦ１０玻璃，其
Ｓｅｌｍｅｉｅｒ方程可以表示为：

ｎ２（λ）＝１＋
Ａ１λ

２

λ２－Ｂ１
＋
Ａ２λ

２

λ２－Ｂ２
＋
Ａ３λ

２

λ２－ＢＢ
（１）

其中，ｎ（λ）是ＳＦ１０在波长λ下的折射率，其中Ａ１ ＝

１６２２，Ａ２ ＝０２５６，Ａ３ ＝１６４４，Ｂ１ ＝００１２μｍ
２，Ｂ２ ＝

００５９μｍ２和Ｂ３＝１４７４６９μｍ
２。第一种沉积在Ｄ型

光子晶体光纤上表面的材料为银，其厚度 ｔＡｇ ＝
３０ｎｍ。此外银具有以下相对介电常数：

ε＝ε∞ ＋
ω２Ｐ

ω（ω＋ｉωτ）
（２）

其中，ε∞ ＝９８４，ωｐ＝１３６×１０
１６ｒａｄ／ｓ，ωτ＝１０１８×

１０１４ｒａｄ／ｓ。与紫外敏感材料相邻的第二层等离子体
材料是厚度ｔＴｉＮ ＝５ｎｍ的ＴｉＮ。在 ５００℃下沉积的
ＴｉＮ薄膜的介电性能由可以由ＤｒｕｄｅＬｏｒｅｎｔｚ模型表
示为：

ε＝εｂ－
ω２Ｐ

ω（ω＋ｉγｐ）
＋

ｆ１ω
２
１

（ω２１－ω
２－ｉωγ１）

（３）
其中，εｂ＝２４８５，ωｐ＝５８５３ｅＶ，γｐ＝０５１４２ｅＶ，ω１
＝２４８５２ｅＶ，ω１＝３９５４５ｅＶ和 ｆ１＝２０３７６。在紫
外线的激发下，光致变色机制通过改变材料的折射

率来引起吸收光谱的变化。此外，通过可见光或热

照射可以使其恢复到初始状态，进行逆反应。实验
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中选用的光致变色材料为 Ｓｐｉｒｏｏｘａｚｉｎｅｄｙｅｓ，该材料
被广泛应用于多个领域，如紫外线探测器、可逆光学

数据存储、多重全息光栅和非线性光学等。

３　仿真分析与结果
利用ＣＯＭＳＯＬＭｕｌｔｉｐｈｙｓｉｃｓ全矢量有限元法对所

提出的传感器进行分析。传感器的横截面用三角形

单元离散化，最大和最小单元尺寸分别为００５μｍ和
４×１０－４μｍ，导模有效折射率虚部Ｉｍ（ｎｅｆｆ）与波长相
关的损耗可以表示为：

Ｌｏｓｓ＝８６８６×Ｉｍ（ｎｅｆｆ）×
２π
λ（ｎｍ）

×

１０７［ｄＢ／ｃｍ］ （４）
图２（ａ）～（ｂ）和（ｃ）～（ｄ）所示分别为在谐振

波长６００ｎｍ和６８８ｎｍ时，纤芯 ｙ偏振模式与等离
激元ｙ偏振模式场分布。从图中可以看出纤芯ｙ偏
振模式和等离激元模式之间存在较大的能量传输。

同时在谐振波长位置，纤芯模式会表现出较大的损

耗，这个谐振波长取决于传感介质的折射率。因此，

可以通过以下公式来计算传感器的灵敏度：

ＳＩ（
ｎｍ
ｍＷ·ｃｍ

－２）＝
Δλｐｅａｋ
ΔＩ

（５）

其中 ΔλＰｅａｋ是共振波长漂移量，ΔＩ是光强度的

变化量（单位为 ｍＷ／ｃｍ２）。在本研究中，产生紫外
辐射的光源的光功率为 ５ｍＷ／ｃｍ２。

图２　不同波长和模式下的ｙ偏振模场图

Ｆｉｇ．２Ｙｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎｍｏｄｅｆｉｅｌｄｄｉａｇｒａｍｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓａｎｄｍｏｄｅｓ

信噪比（ＳＮＲ）是评价传感器性能的重要参数，
可以通过能效系数进行验证。能效系数可由灵敏度

与半峰全宽表示为：

ＦＯＭ（ｍＷ－１·ｃｍ－２）＝
ＳＩ（ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ

－２）

ＦＷＨＭ（ｎｍ） （６）

其中，ＳＩ是计算出的传感器灵敏度；ＦＷＨＷ是半宽
全高。为了使传感器达到最佳的性能，对传感器的

结构参数进行了详细的分析。需要注意的是，表面

等离子体激元受金属层厚度的影响，因此在其他参

数保持不变的情况下，首先研究了银层厚度对传感

器的影响。如图３（ａ）所示为当银层厚度从２５ｎｍ
变化到４０ｎｍ时（步长为５ｎｍ），光谱随波长的变化
情况。可以看出随着银层厚度的增加，共振波长随

之逐渐变大；当紫外线辐射后，峰值也随之发生了变

化；另外随着银膜厚度从２５ｎｍ增加到３０ｎｍ，光谱
增加并变窄；然而当银膜厚度进一步增加到３５和
４０ｎｍ，光谱的宽度会减少。随着金属层厚度的增加，
纤芯导模将与表面等离模发生屏蔽作用，导致耦合效

率和传感器灵敏度的降低，如图３（ｂ）所示。可以看
出当银膜厚度为２５ｎｍ时获得了最大的灵敏度，达到
了２２ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ２；此时损耗光谱显示出较大的半
宽全高９１ｎｍ，而能效系数为００２４ｍＷ－１·ｃｍ２；这
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种较大的半高宽可能会受到频谱噪声的影响，从而

影响检测的准确性。当银膜厚度为３０ｎｍ时，实现
了最高的能效系数００５１ｍＷ－１·ｃｍ２。因此，在后
续的分析中，将选取银层的厚度为３０ｎｍ。

图３　不同银膜厚度下纤芯导模的损耗谱、谐振波长和灵敏度

Ｆｉｇ．３Ｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｒｅｓｏｎａｎｔｗａｖｅｌｅｎｇｔｈａｎｄ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｉｌｖｅｒｆｉｌｍｔｈｉｃｋｎｅｓｓｅ

传感器的光纤芯孔位置对于纤芯导模和等离子体

激元模之间的耦合以及能效系数具有显著的影响。因

此进一步研究了芯孔与金属层之间距离对传感器性能

的影响，具体参数设置为：ｔＡｇ＝３０ｎｍ、ｔＴｉＮ＝５ｎｍ、ｄｈ＝
０８Λ和 ｄｃ＝０３Λ，将 ｈｃ设置为从０４０Λ变化到
０５５Λ，步长为００５Λ。结果如图４所示，可以看出当
ｈｃ从０４０Λ增加到０５５Λ时，从纤芯模式到等离子体
激元模的传输功率增加，因此损耗谱逐渐增加，并在ｈｃ＝
０５Λ时达到峰值。但是增加ｈｃ会减少纤芯模和等离
子体激元模之间的耦合，从而降低损耗峰值并增加光

谱的宽度，同时共振峰会发生轻微的红移，如图５（ａ）
所示。另外可以看出在ｈｃ＝０４Λ时实现了较高的灵

敏度ＳＩ＝２６ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ
２，如图５（ｂ）所示。虽然

ｈｃ＝０４Λ提供了更高的灵敏度，但它具有较大的半高

全宽８９ｎｍ和较低的能效系数００２９５ｍＷ－１·ｃｍ２。
因此，选择这个值可能会降低测量的精确度。综合

考虑，选择ｈｃ＝０５Λ作为优化值，以实现较高的能

效系数００５１ｍＷ－１·ｃｍ２。

图４　不同ｈｃ下的模场图

Ｆｉｇ．４Ｍｏｄｅｆｉｅｌｄｄｉａｇｒａｍｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｈｃ
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图５　不同ｈｃ下的纤芯导模的损耗谱、谐振波长和灵敏度

Ｆｉｇ．５Ｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｒｅｓｏｎａｎｔｗａｖｅｌｅｎｇｔｈａｎｄ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｃｏｒｅｇｕｉｄｅｄｍｏｄｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｈｃ

另外也对纤芯直径ｄｃ对传感器的影响进行了研
究，设置其从０２Λ到０５Λ，步长为０１Λ，同时其他
参数保持为ｔＡｇ＝３０ｎｍ，ｔＴｉＮ＝５ｎｍ，ｈｃ＝０５Λ，ｄｈ＝
０８Λ。结果如图 ６所示，可以看出当 ｄｃ分别为
０２Λ、０３Λ和０４Λ时，纤芯导模和等离子体激元
模之间的匹配波长。

图６　不同ｄｃ下纤芯导模和表面等离模的

有效折射率实部的波长依赖性

Ｆｉｇ．７Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｔｈｅｒｅａｌｐａｒｔｏｆｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅ

ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｏｆｔｈｅｃｏｒｅｇｕｉｄｅｄｍｏｄｅａｎｄ

ｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎｍｏｄｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｃ

从图７（ａ）中可以看出随着 ｄｃ的增加，谐振波
长会发生红移，同时损耗光谱逐渐减小。从图７（ｂ）
可以看出，当ｄｃ＝０２Λ时，传感器表现出较高的灵

敏度ＳＩ＝２４ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ
２，且损耗光谱变窄，其半

高全宽为 ３３ｎｍ，能效系数为 ００７３ｍＷ－１·ｃｍ２。
因此在，选择了ｄｃ＝０２Λ作为纤芯孔径，以实现高
灵敏度和高能效系数效果。

图７　不同ｄｃ时的波长损耗谱、谐振波长和灵敏度

Ｆｉｇ．７Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｒｅｓｏｎａｎｔ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈａｎｄｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｃ

为进一步优化能效系数，研究了包层孔ｄｈ对损
耗谱和谐振波长的影响。将包层孔 ｄｈ设置为从
０６Λ变化到０９Λ，步长为０１Λ，并使其他参数保
持为其优化值 ｔＡｇ＝３０ｎｍ，ｔＴｉＮ＝５ｎｍ，ｈｃ＝０５Λ，ｄｃ
＝０２Λ。从图８（ａ）可以看出，随着 ｄｈ的增加，谐
振波长具有更窄的损耗谱，且逐渐向更大的波长方

向偏移。此外，从图８（ｂ）还可以看出，当ｄｈ＝０７Λ
时，表现出最高的灵敏度，半高全宽为 ６８ｎｍ，能效
系数为 ００３８。但是可能会导致检测不确定性，从
而影响传感器的准确性。较窄的半宽全高谐振峰能

够滤除频谱中的噪声并抑制非谐振损耗，因此在传

感器性能方面，选择０８Λ孔径，以获得高灵敏度和
高能效系数。
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图８　不同ｄｈ值下纤芯导模损耗谱、谐振波长和灵敏度

Ｆｉｇ．８Ｃｏｒｅｇｕｉｄｅｄｍｏｄｅｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｒｅｓｏｎａｎｔ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈａｎｄｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｈ

接下来，进行了关于 ＴｉＮ层厚度 ｔＴｉＮ的研究和
优化。测试了 ｔＴｉＮ厚度为 ３ｎｍ、５ｎｍ、７ｎｍ和
１０ｎｍ的情况，其他参数保持在之前的优化参数。
图９（ａ）展示了不同 ｔＴｉＮ厚度值下紫外线照射前后
的波长损耗情况。随着 ｔＴｉＮ的增加，损耗峰值发生
红移。从图９（ａ）～（ｂ）中可以看出，当 ｔＴｉＮ＝５ｎｍ
时，实现了高灵敏度、窄损耗光谱和小半高全宽的

效果。因此，选择 ｔＴｉＮ的最优值为 ５ｎｍ，因为此时

可以获得较高灵敏度２４ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ２和能效系
数００７３ｍＷ－１·ｃｍ２。

图９　不同ｔＴｉＮ值下纤芯导模的损耗谱、谐振波长和灵敏度

Ｆｉｇ．９Ｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｕｍ，ｒｅｓｏｎａｎｔｗａｖｅｌｅｎｇｔｈａｎｄ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔＴｉＮｖａｌｕｅｓ

４　实验结果与分析
通过仿真分析的参数优化，确定了传感器的

最佳配置，如表 １所示。为验证所设计传感器的
实际效能，进行了实验。Ｄ型光子晶体光纤通过
抛光技术加工而成，该过程使用的抛光系统配备

一个三维机械平台，该平台可沿 Ｘ、Ｙ、Ｚ轴移动。
计算机程序可以精确控制抛光参数，抛光深度为

０９ｎｍ，此举旨在加强光纤芯中光与金属表面电
子的相互作用。通过磁控溅射技术在光纤表面沉

积一层３０ｎｍ厚的银膜，上面再镀一层５ｎｍ厚的
ＴｉＮ薄膜，形成一个复合金属层。接着制备了光敏

变色凝胶分析物，该材料对紫外线辐射具有高度

敏感性，并使用旋涂技术将此凝胶均匀涂覆在 ＴｉＮ
层上。制备完成后，我们通过两端的单模光纤将

其与光子晶体光纤熔接连接，整个装置随后接入

宽带光源、光谱分析仪和计算机，以分析光谱数

据。实验结果如表２和图１０所示。从表２可以看
出，当传感器的几何参数在 ±５％误差范围内波
动，所获得的灵敏度与最优几何参数条件下的灵

敏度相比，仍显示出良好的一致性。图１０中的数
据则表明，在相同误差范围内，传感器灵敏度维持

在２２ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ２以上。相较于传统电气传感
器，本文提出的光学局部放电传感器在结构紧凑、

抗电磁干扰能力、快速响应以及高灵敏度等方面

具有显著优势。

表１　传感器参数最优值
Ｔａｂ．１Ｏｐｔｉｍａｌｖａｌｕｅｓｏｆｓｅｎｓｏｒｐａｒａｍｅｔｅｒｓ

参数 ｔＡｇ／ｎｍ ｔＴｉＮ／ｎｍ ｄｈ／μｍ ｄｃ／μｍ ｈｃ／μｍ

数值 ３０ ５ １６ ０４ １
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表２　传感器几何参数在±５％误差内时的灵敏度
与几何参数最优值时的传感器灵敏度对比

Ｔａｂ．２Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｗｈｅｎ
ｔｈｅｇｅｏｍｅｔｒｉｃｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｒｅｗｉｔｈｉｎ±５％
ｅｒｒｏｒａｎｄｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｗｈｅｎｔｈｅｇｅｏｍｅｔｒｉｃ

ｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｒｅａｔｏｐｔｉｍａｌｖａｌｕｅｓ

参数
灵敏度／（ｎｍ·ｍＷ－１·ｃｍ－２）

优化后灵敏度 ＋５％ －５％

ｔＡｇ ２４ ２２ ２４

ｔＴｉＮ ２４ ２２ ２４

ｄｈ ２４ ２２ ２４

ｄｃ ２４ ２２ ２４

ｈｃ ２４ ２２ ２４

图１０　实验制作传感器的不同参数的误差

Ｆｉｇ．１１Ｅｒｒｏｒｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｌｙ

ｐｒｏｄｕｃｅｄｓｅｎｓｏｒｓ

５　结　论
本本介绍了一种用于检测电力系统中的局部放

电的Ｄ型表面等离子体共振光子晶体光纤传感器。
该传感器基于局部放电时产生的紫外线辐射和表面

等离子体共振原理。采用全矢量有限元法进行了数

值设计和分析，通过调整传感器的几何参数，提高了

其灵敏度和信噪比，从而最大化了能效系数，最后

并进行了实验验证，所设计的传感器表现出了

２４ｎｍ／ｍＷ·ｃｍ－２的灵敏度和００７３ｍＷ－１·ｃｍ－２的
能效系数。该传感器设计简单，成本低廉，为基于表

面等离子体共振型光子晶体光纤局部放电传感的研

究提供了参考。

参考文献：

［１］　ＮｉｅｍｅｙｅｒＬ．Ａｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄａｐｐｒｏａｃｈｔｏｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ

ｍｏｄｅｌｉｎｇ［Ｊ］．ＩＥＥＥｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＤｉｅｌｅｃｔｒｉｃｓａｎｄＥｌｅｃ

ｔｒｉｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎ，１９９５，２（４）：５１０－５２８．

［２］　ＺａｒｇａｒｉＡ，ＢｌａｃｋｂｕｒｎＴＲ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅ

ｓｅｎｓｏｒｆｏｒｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｉｎｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｐｏｗ

ｅｒｅｑｕｉｐｍｅｎｔ［Ｃ］／／ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｌｅｃｔｒｉ

ｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎａｎｄＤｉｅｌｅｃｔｒｉｃＰｈｅｎｏｍｅｎａＣＥＩＤＰ′９６．

０７１１ 激 光 与 红 外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第５４卷



ＩＥＥＥ，１９９６，２：５４１－５４４．

［３］　ＪｉａｏＢｉｎｌｉａｎｇ，ＷａｎｇＺｈａｏｈｕｉ，ＺｈｅｎｇＳｈｅｎｇｌｉ．Ｓａｇｎａｃｔｙｐｅ

ｆｉｂｅｒｃｕｒｒｅｎｔｂａｓｅｄｏｎ３×３ｃｏｕｐｌｅｒ．ｓｅｎｓｏｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［Ｊ］．

Ｌａｓｅｒ＆Ｉｎｆｒａｒｅｄ，２００４，３４（４）：２９８－３０１．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

焦斌亮，王朝晖，郑绳楦．基于３×３耦合器的 Ｓａｇｎａｃ

型光纤电流传感器结构［Ｊ］．激光与红外，２００４，３４

（４）：２９８－３０１．

［４］　ＬｕｏＸｉａｎｇｈｏｎｇ，ＨｅＮｉｎｇ，ＷａｎｇＭｉｎｇｐｅｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｓｉｇｎ

ａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｌａｓｅｒｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｄｅｔｅｃｔｉｏｎ．ｓｙｓｔｅｍ

ｂａｓｅｄｏｎｃｏｈｅｒｅｎｔｄｅｔｅｃｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｌａｓｅｒ＆Ｉｎｆｒａｒｅｄ，２０１７，

４７（１１）：４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

骆湘红，何宁，王明鹏，等．基于相干探测的激光超声

检测系统设计与实现［Ｊ］．激光与红外，２０１７，４７

（１１）：４．

［５］　ＨｕａｎｇＱｉａｎｇ，ＳｕｎＪｕｎｑｉａｎｇ，ＢａｏＹｕｂｅｎ，ｅｔａｌ．Ａｄｖａｎｃｅｓ

ｏｆｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｉｎｌｏｎｇｒａｎｇｅｂｒｉｌｌｏｕｉｎｏｐｔｉｃａｌｔｉｍｅｄｏｍａｉｎ

ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｅｒｓｅｎｓｉｎｇ［Ｊ］．Ｌａｓｅｒ＆ Ｉｎｆｒａｒｅｄ，

２０２１，５１（４）：３９５－４０３．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

黄强，孙军强，包宇奔，等．长距离布里渊光时域反射

光纤传感技术进展［Ｊ］．激光与红外，２０２１，５１（４）：

３９５－４０３．

［６］　ＷａｎｇＹａｎｇｃｈａｏ，ＤｕＪｉａｚｈｅｎ，ＧａｏＣｈａｏｆｅｉ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎ

ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｐａｔｔｅｒｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｉｎｏｉｌｂａｓｅｄｏｎＦＰ

ｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓｅｎｓｏｒａｎｄｐｒｏｂａｂｉｌｉｓｔｉｃｎｅｕｒａｌｎｅｔ

ｗｏｒｋ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０１８，５４（４）：１５２－

１５８．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

王杨超，杜家振，高超飞，等．基于ＦＰ光纤超声传感器

和概率神经网络的油中局部放电模式识别研究［Ｊ］．

高压电器，２０１８，５４（４）：１５２－１５８．

［７］　ＧｕｏＪｕｎ，ＷｕＧｕａｎｇｎｉｎｇ，ＺｈａｎｇＸｕｅｑｉｎ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅａｃｔｕａｌ

ｉｔｙａｎｄｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．ｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｔｅｃｈ

ｎｉｑｕｅｓ［Ｊ］．ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｆＣｈｉｎａＥｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｏｃｉｅ

ｔｙ，２００５，２０（２）：２９－３５．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

郭俊，吴广宁，张血琴，等．局部放电检测技术的现状

和发展［Ｊ］．电工技术学报，２００５，２０（２）：２９－３５．

［８］　ＺｈａｎｇＰ，ＷａｎｇＳ，ＪｉａｎｇＪ，ｅｔａｌ．Ａｆｉｂｅｒｏｐｔｉｃａｃｃｅｌｅｒｏｍｅ

ｔｅｒｂａｓｅｄｏｎｅｘｔｒｉｎｓｉｃＦａｂｒｙＰｅｒｏｔｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｌｏｗｆｒｅ

ｑｕｅｎｃｙｍｉｃｒｏｖｉｂｒａｔｉｏｎｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ［Ｊ］．ＩＥＥＥＰｈｏｔｏｎｉｃｓ

Ｊｏｕｒｎａｌ，２０２２，１４（４）：１－６．

［９］　ＹａｎｇＴ，ＸｉａｏＹ，ＲａｎＺ，ｅｔａｌ．Ｄｅｓｉｇｎｏｆａｗｅａｋｆｉｂｅｒｂｒａｇｇ

ｇｒａｔｉｎｇａｃｏｕｓｔｉｃｓｅｎｓｉｎｇｓｙｓｔｅｍｆｏｒｐｉｐｅｌｉｎｅｌｅａｋａｇｅｍｏｎｉ

ｔｏｒｉｎｇｉｎａｎｕｃｌｅａｒｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ［Ｊ］．ＩＥＥＥＳｅｎｓｏｒｓＪｏｕｒ

ｎａｌ，２０２１，２１（２０）：２２７０３－２２７１１．

［１０］ＴａｎｇＪ，ＺｈｏｕＪ，ＺｈａｎｇＸ，ｅｔａｌ．Ａｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｐａｒｔｉａｌｄｉｓ

ｃｈａｒｇｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ ｂａｓｅｄｏｎｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔｆｉｂｅｒ

［Ｊ］．Ｅｎｅｒｇｉｅｓ，２０１２，５（５）：１４９０－１５０２．

［１１］ＢｕｃｚｙｎｓｋｉＲ．Ｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｅｒｓ［Ｊ］．ＡｃｔａＰｈｙｓｉｃａＰｏ

ｌｏｎｉｃａＡ，２００４，１０６（２）：１４１－１６７．

［１２］ＤｅＭ，ＧａｎｇｏｐａｄｈｙａｙＴＫ，ＳｉｎｇｈＶＫ．Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓｏｆｐｈｏ

ｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｅｒａｓｐｈｙｓｉｃａｌｓｅｎｓｏｒ：Ａｎｏｖｅｒｖｉｅｗ［Ｊ］．

Ｓｅｎｓｏｒｓ，２０１９，１９（３）：４６４．

［１３］ＨｕａｎｇＨ，ＺｈａｎｇＺ，ＹｕＹ，ｅｔａｌ．Ａｈｉｇｈｌｙｍａｇｎｅｔｉｃｆｉｅｌｄ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｅｒｂａｓｅｄｏｎｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎ

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ［Ｊ］．Ｓｅｎｓｏｒｓ，２０２０，２０（１８）：５１９３．

［１４］ＯｓｉｆｅｓｏＳ，ＣｈｕＳ，ＰｒａｓａｄＡ，ｅｔａｌ．Ｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎｒｅｓｏ

ｎａｎｃｅｂａｓｅｄｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｅｎｓｏｒｗｉｔｈｏｕｔｅｒｓｕｒｆａｃｅｍｅｔａｌ

ｃｏａｔｉｎｇｏｎｍｕｌｔｉｃｏｒｅｐｈｏｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｒｅ［Ｊ］．Ｓｕｒｆａｃｅｓ，

２０２０，３（３）：３３７－３５１．

［１５］ＥｓｆａｈａｎｉＭｏｎｆａｒｅｄＹ．Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｓｅｎｓｏｒｂａｓｅｄｏｎ

ｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎｒｅｓｏｎａｎｃｅｅｘｃｉｔａｔｉｏｎｉｎａＤｓｈａｐｅｄｐｈｏ

ｔｏｎｉｃｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｅｒｃｏａｔｅｄｂｙｔｉｔａｎｉｕｍｎｉｔｒｉｄｅ［Ｊ］．Ｐｌａｓｍｏｎ

ｉｃｓ，２０２０，１５（２）：５３５－５４２．

１７１１激 光 与 红 外　Ｎｏ．７　２０２４　　　　　　张　海等　基于光子晶体光纤的局部放电检测


